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1.はじめに Mg2Si は室温でのバンドギャッ

プが 0.61eV であり、カットオフ波長 2µm以

下の赤外受光素子に利用できる[1-3]。同波長

域の赤外受光素子として普及している

HgCdTe (MCT)や PbS、InGaAs と比較して、

毒性が低く資源が豊富に存在するため環境へ

の負荷が低く大量消費に向いた代替材料であ

る。我々はこれまでに高純度の n型 Mg2Si 単

結晶の成長に成功しているが、成長結晶の欠

陥の評価はまだ不十分である。結晶欠陥はデ

バイス特性に影響を与える非常に重要なもの

である。そこでウエットエッチングによって

現れたエッチパターンが結晶欠陥とどう関係

するかを調べたので報告する。 

2. 実験方法 Mg2Si 結晶の成長は、垂直ブリ

ッジマン法を用いた。成長アンプルは、BN

コートアルミナルツボに Mg(3N)と Si(5N)を

入れ、Ar ガスと共に石英アンプルに封入し

て作製した。結晶から切り出した基板状結

晶、または結晶のへき開面をフッ酸、硝酸、

水の混合液を用いてウエットエッチングし

た。その時に見られるエッチピットと欠陥の

関係を観察した。 

３．結果と考察 図 1(a)はレーザー顕微鏡に

よってエッチング後の結晶表面を観察した像

である。エッチングによってピットや線

状のエッチングパターンが見られる。(b)

はさらに拡大したものである。ピットに

ついては芯が見られ転位や析出物との関

係が示唆される。線状パターンは粒界を

示している。 

 

 

 

 

図 1．エッチング後の結晶表面 
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